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Introducao

Pesquisa e desenvolvimento de materiais
contendo ions lantanideos para aplicacfes em
telecomunicacoes, conversao de energia,
amplificadores o6pticos, lasers de estado sélido e
sistemas geradores de imagens tém aumentado nos
ultimos anos. Dentre as diversas classes de
materiais, as vitroceramicas apresentam
caracteristicas interessantes por possibilitarem o
controle de algumas propriedades dos materiais,
como: indice de refracdo, controle de rugosidade
superficial de filmes, stress, resistividade mecanlca
propriedades fotoluminescentes, entre outras'.
Esses tipos de materiais muitas vezes compostos
por sistemas binarios, possibilitam o controle das
propriedades descritas acima, através da variagcdo
do volume da fracao cristalina em relacdo a fase
amorfa’, através da sintese. Com base nessas
caractensticas 0 objetivo deste trabalho é a
obtengao de vitroceramicas a base de SiO,-
Ta,0s:Eu®" através do processo sol-gel e avaliar
suas propriedades fotoluminescentes em fungéo da
relacdo entre Si e Ta e também em fungcédo da
temperatura de tratamento térmico.

Resultados e Discussao

Nanocompdsitos a base de SiO,-Ta,Os: Eu3+ foram
preparados pelo processo sol-gel. S6is com volume
de 20 mL, concentracio de Si+Ta = 0,448 mol.L™ e
relacdo molar entre Si-Ta de 90:10, 70:30 e 50:50
foram preparados. Como precursores, foram
utilizados etéxido de tantalo e tetraetilortossilicato.
A quantidade 0,3% em mol de ions Eu** em relacio
a quantidade total de mols de Si+Ta, foi ad|C|onada
a partir de solucao alcodlica de cloreto de Eu

previamente padronizada com EDTA 0,01 mol.L™*

A mistura de TEOS, etanol anidro e acido clorldrlco
concentrado foi preparada, com razdo entre
volumes TEOS:HCI de 50:1. Separadamente,
adicionou-se etéxido de tantalo, 2-etoxietanol e
cloreto de Eu®*. As Solucdes 1 e 2 foram
misturadas e o volume de HCI=[0,27 mol.L™"] foi
adicionado. Em seguida, a solucdo foi mantida sob
agitacao seguida de filtracdo. O sol foi mantido em
repouso por 16h e submetido a aquecimento a 60°C
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obtendo-se o0s xerogéis. Os xerogéis foram
triturados e tratados termicamente a 900, 1000 e
1100°C por 8 h obtendo-se os nanocompositos. Os
espectros de excitagcdo apresentaram bandas
atribuidas as transicdes °Fo—°Lg (~394nm),
"Fo—°D, (~460nm) e 'Fo—°D; (~530 nm) do fon
Eu®*. Os espectros de emissdo apresentam bandas
atribuidas as transicdes f-f do fon Eu*: *Dy—'F,
(~576 nm), *Dy—'F; (~591 nm), °Dy—'F, (~612 nm)
e °Dy »'F3 (~690 nm). Os espectros de emiss&o
apresentaram bandas alargadas, caracteristicas de
emissao do fon Eu** localizado em matrizes vitreas.
O Ta,0s com fase ortorrdbmbica apresenta estrutura
cristalina com diferentes SItIOS de simetria, 0 que
pode acomodar os fons Eu®" em diferentes posices
originando bandas de emissdes alargadas.
Observou-se dlmlnuu;ao do tempo de vida de
estado excitado do Eu** em funcéo do aumento da
guantidade de Ta,Os, indicando que o ion se
localiza preferencialmente neste Oxido, uma vez
gue o lantanideo apresenta maiores tempos de vida
guando estéo localizados na SiO,. O tempo de vida
aumenta com o aumento da temperatura de
tratamento térmico, indicando diminuicdo de
defeitos estruturais ou eliminacdo de espécies,
como OH, que contrlbuam com a desativagcao do
estado excitado do fon Eu**

Conclusoes

O fon EU* auxiiou na compreensdo das
propriedades espectroscOpicas em funcdo da
relacdo entre silicio e tantalo, assim como o efeito
da temperatura de tratamento térmico nos valores
de tempo de vida do estado excitado. Com base
nesses resultados, conclui-se que o fon Eu*
preferencialmente se localiza no Ta,Os, e sua
localizacdo na fase cristalina € induzida pelo
aumento da temperatura de tratamento.
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